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The invention concerns a CMOD-structure in which an n-MODFET and a p- 
MODFET are arranged such that a common gate and drain contact may be 
formed for the compiementary MODFET. The complementary MODFET is 
arranged either vertically or laterally on a single substrate. 
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$} Anordnong und Verfahren zur Hersteilung komph 

Die firftnciuog betrifft sine CfvtOQ-Aoordfiung bei der 
rt-MOOFET und o-MODFET derart angeordnet sind. daS em 
fiir die komoieTien 

taren MODFET Iwsteiibar ist. Die fcompiementarer. MQOFET 
warden entweder vertical odet iatara! himeretnaoder <sui 
eimm Substrat angeordnet. 
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Beschreibung dicke von 10 bis 50 nm 

~ einer n " n + n ~ -Si) _j(Gejs-Schichtenfo!ge 8, 9, JO 

Die Erfindung betrifft eine integriene Halbieiteran- mit einer Gesanusehichtdiefee von etwa 30 nm und 

ordnung und ein Verfahrets zu deren Herstellung nacb einem Ge-Anteii von x « 0.5. 

demOberbegriffderPatentanspriiche t,8und 10. s — eine n~-dotferten Si-Schicht 11 mil etner 

Die Erf mdung finder Anwendung bei der Herstellung Schichtdicke von em a 20 nm, und 

von sogenannten CMOD-Schaltungen Diese Schaitun- - einer n + -dotierten Komaktschicht 12 aus Si mit 

gen enthahen mindestens erne Serienschaltung aus zwei einer Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebraeht 

kompiementaren MOD {mod«!ationsdotierten}-Fe)def- (Fig. 2), 

fekttranststoren (MOD- FET), z. B. eine Serienschaitung ■<) 

aus etnem n-K ana!- MODFET unci etnetn p-Kana!- Die aktiven Bauelememschiehten Fur den p-MOD- 

MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungssnigerbe- FET sind die Schichten 2 bis 5 und fur den n-MODFET 

weglichkeiten, so daB CMOD-Schaltungen hoheSchalt- die Schichten 6 bis it. Die Ladungstrager werden bei 

■ ndtgketten erreichen. Eine derartige Schal- etnem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 

tungsanordntmg ist aus der DE-OS 37 3 ! 000 bekanm, ts tier-ten Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Schicht 9 in die p-Kanal- 

bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- schtcht des p-MODFET die SiosGe S ocnt 2, bzw, m 

ander angeordnel sind und die giekhe Kanal-Haiblet- die n-Kanalschicht des n-MODFET, die Si-Schieht 7. 

terschichtenfolgen besitzen. Derartig angeordnete transpontert. An der Grenzschicht zwjschen der 

CMOD-Schaitungen erfordern lange elektrtsebe Zuies- Sio,sGeoj >ehich! 2 und der p~ -Si-Schicht 5 wird em 

tungen und es entstehen relativ groBe Bahnwiderstande. 20 zwetdimeraionales Lochergas (2DHG) erzeagt \n der 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgahe zugrunde, Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n --Si- 
eine gattungsgemaBe Haibleiteranordnung und ein Ver* Ge-Schicht 8 wird ein zv> eidimer s o ales. Eiektrottengas 
fahren zu dercn Herstellung anzugeben, bes der kom- (2DEG) erzeugt. Dsezusatziic.be Kontaktschicht 12 ver- 
paktc,kurzee!ektnscbeZtt!eitungenhersteiibarsind. bessert die Kontaktfahigkeit der Source- und Drain- 

Diese Aufgabe wird geldst durch die im kennzeieh- 25 Komakte d vlODFEl zus e hochdottme 

rv -' Jer Pat nt • sriicbe 1. 8 und 10 angegebe- Si- oder SiGe-Schicht 13 kann einersetts al$ Komakr- 

nen Merkmale. Voneilhafte Ausgestaltungen und/'oder sehicht far den p-MODFET verwendet werden als aueh 

Weiterbikiungen sind den Unteranspriichen entnehm* als Atzstoppscbicht, da zur Strukturiemng des p-MOD- 

bar. FET die Halbieitersehichten 6 bis 12 berejcbsweise weg- 

Die erfinduugsgemaSe CMOD-Anordnung hat den 30 geatzt werden, 

Vorteii, daB die kompSementaren MODFET iiber einen Der Schichtaufbau der komplertientaren MODFET 

gemeinsamen Gate-fContakt ansteuerbar sind. Deswei- kann aueh durch wehere. FUt > • ■ •< m! ■ he MODFET 

teren ist auch die MODFET- Anordnung so gewShit, daS iibSche Modifikationen abgeandert werden. So kann 

iedigSich ein Draiokontakt bendtigt wird. Dadurch sind x. B- die Pufferschicht 6 wettere Heterostrukturschich- 

kompakte und kurze elektrtsche Zuieitungen ftir die 35 ten Oder ein Obergitter aus Si- und StGe-Schichtcn ent- 

CMOD-Anordnung hersteilbar. halten. 

Bei den vertikai angeordneten kompSementaren Die in Rg. 2 angegebene Schtchtenfoige kann auch 

MODFET werden bekamtte MODFET-Strukturen fUr derart abgeandert werden, daB die p-MODFET-Sehich- 

die Einzeibaueietnente verwendet. Der Aufbau der Ein- ten 2 bis 5 iiber den n-MODFET- Schiehten 6 bis 11 

Kelbaueleraente kann jedoch im Hinblick auf die Ge- «$ aufgewaehsert werden. 

samtanordnungoptimien werden. AuBerdem kann auch die foigende Halbleiterschich- 

Die Erfindung wird irn foSgenden anhand von Ausfiih- tenfofge (Fig. 3) fur eine CMOD-Anordnung, bet der 

rungsbeispieien unter Bezugnabme auf schemausehe z. B. der p-MODFET ttber dem n-MODFET hegt. ver- 

Zeichnungen nafter erfSutcrt. wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-Kanal 

In Fig. I ist die Komaktierung der erftndungsgema- 45 aus einer Ge-Schtcht 2a 

flen CMOD-Anordmmg schematised dargcstellt. Ffir den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 

Die Fig. 2 und i zeigen beispielhafte Halbleiter- Si,_ t Ge«-Schtcht 6a mil eiaero Ge-Ameil x > OA und 

it.ilgen fur vertika! angeordnete kompiementiir einer Schichtdicke von > 0,5 urn als Puffer aufgewach- 

MODFET. sen. urn die roechanischen Verspannungen auszuglei- 

l« den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrensschritte 2ur se chen, die durch untersehiedliche Gitterkonstanten des 

Herstellung von vertikafen und Sateralen CMOD-An- Ss-Substrats und der Si-Ge-Schichten 7 bis 10 des 

ordnungen angegeben. n-MODFET zustande kommen. Zwischen der n-MOD- 

Um eine Komaktierung gemaB Fig, 1 von kompie- FET-Schichtenfoige und der darauf abgeschiedenen 

mentaren MODFET zu ermoglichen, ist es beisptelswei- p-MODFET-Scbichtenfoige sind eine n*-dotierte Atz- 

se vorteilhaft emen n-MODFET uber einen. p-MODFET 55 stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen. 

anzuordnen, Ftir die Herstellung einer derartigen An- DerSnic 6b bestel 1 f r ' 

ordnung wird eisptelsweise auf ei n p" St Substrat t mit einer Schichtdicke von et.wa 50 nm (Fig. 3), Die 

eine Ha! biesterschichtenfolge aus Schichten 6a, 6b konneo auch betde als Pufferschtchten 

ausgebildet werden, wobet cite Sehicht 6a aus 

- einer undotterten Ge ;-S hicht 2 mit einer & SiojsGeo^s mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
Schkhtdkkevon 50 bis 50 nm, die Schtcht fib aus SitwsGeo,?* mit einer Schichtdicke 
-einerp~p*p~ -Si-Schichtenf olge 3, 4, 5 mit einer von 200 nm besteht. 

Gesamidicke von etwa 50 nm, Zwr Hersteiiung einer geeigneten CMOD-Schaitung 

~ einer p * -dotierten Atzstoppschicht 13 aus Si mit einer kompakten. kurzen Komaktierung wird aus- 

oderSiGe mit einer Schkhtdkkevon etwa 20 nm as gehend von den oben beschriebenen Haibieiterschich- 

- etner undotie * - tenfolgen die obere MODFET-Sehiehtenfoige bis zur 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm Atzstoppschicht 13 bereichswesse abgetragen, etwa 

- einer undotterten Si-Schicht 7 mit einer Sehicht- durch Mesa-Atzen. AnschikSend wird die Aizsiopp- 



DE 41 01 167 Al 

3 4 

schicht 13 bis zur Schicht 5 entfernt £s entsteht die aus impiamienen Bereicften 27, 28, 29, 30 lateral in den 

mesaforroigeobere MODFET-Struktur 14{Ftg, 4a). n- und p-Kanai ahs; n. Dm >la . -ten Bereiche 

Oanach wird die untere MODFET-Schichtenfolge 27, 28 fur x. B, p- Leitong und die impiantterten Bereiche 

mesafdrmig abgeaiz . derart. da 8 zwischen der oberen 29,30 fur z.B. p-let ung werd t . u >ig <?<i hinter 

und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ein Gate-Zulei- 5 einander m die H; testers hichtenf . emgebracht 

tungs Bereicn 16 tteigeiegt wtrd Aulierham dei MOD- Die Tide. • 29,30 

FET-Strukiuren 14, 15 und im Gate-Zuleitungs Bereich i-SiGe I 1 der da<- 2DHG 31 

16 liegt das Substrat 1 frei (Fig. 4b). Gegebeaenfalls 1st erzeugt wird (Fig. : 5a). Die Empianiarionsbereiche 27, 

es fur eine einfaehere Leiterbahnenfuhrung uher die 28mussenbis n i 4 Set werden 

Mesi flanken and eine bessere jastiermogiiehketi fur die sa da sich in der i-Si- Schicht das 2 DEG biidet Das Impian- 

Atzmasken vorteilhaft, ewett Bereich 17 zwischen der tat lonsprof ii der Bereiche 27, 28, 2£, 30 mufl eine geringe 

oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 als Stufe Oberflachenkonzemratton(< 10 17 cm" 3 )und eine hohe 

einzubringen. (Fig. 4b). AnscblieBend erfolgt die Stalk- Konzent-v i . - ragera im Be- 

turierung der Source-, Drain- und Gate Kontakte. Die reich des 2DHG bzw. 2DEG aufweisen Dadurch ist 

Source-Kontakte (18> 18a) werden auf der OberRaehe ;s gewahrieistet, da8 eta guter Sehottky-Kontakt als Gate- 

der oberen und unteren MODFET-Strukwr 14. 15 ge- Kontakt auf der Oberfiache der CMOD-Anordnung. 

irmm angeordnet {Fig. 4c}. Bin gemeinsamer, die der die imptantationsbereiche 27. 28 bzw 29. 30 ubei 

MODFET-Strukturen 14. 15 uberlappender Drain-Kon- lappt, hergestellt ist. AuBerdero wird dadurch eine hohe 

taki 19 wird auf der Oberfiache der MODFET ange- Ladungst , 1 >DHG bzw 2 DEG er- 

bracht (Fig. 4c). Die eiektrischen Zuleitungen 21b, 21c 20 zielt. Derartige Implantatioi p • -.• - den erreicht, 

zu den Source- und Drain-Kontakten 18, 18a, 19 fiihren z. B. mil Impiantaten wic 81 < i ! nergie n um 

iiber die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14. 15 20 keV. 

auf das Substrat 1. Die eiektrischen Zuleitungen konnen Da sich jedoch gering dotierte Bauctefnentoberfia- 

auch iiber dn auf der MODFET-Oberflache an den Me- chen fur ohmschc Kontaklc nur sehr schiecht < ignes 

safianfcen aufgebrachte passtvieretide Schicht gefiihrt « werden vorzugsweise zusatzhch zu den impi, ! i - 

werden. Bereichen 27, 28, 29 30 n + - bzw. p ^-dotierte Zonen 32, 

Da nur wenige Kontaktmateriaiien, z. B. getempertes 33, 34, 35 in die HafbJeitersehicntenfoige eings i ra< ht 

Alumifiium, einige Silizide, geeignet sind, sowohi auf et- (Fig. 5b). Auf diese hoehdotierten Zonen 32, 33, 34, 35 

ner n- als au< - - ifgebracht za wer- werden gemaS Ftg. 5c die Source- und Drain-Kaniakte 

den, ist es voneilhaft u «erv hit- lie! itf I gt Zonen m 36, 37, 38 mit geetgneten Meiaiiisiertingsverfahren auf- 

auf der Oberfiiicrte der MODFET-Strukturen 14, 15 fur gebracht. Die Source-Kontakte 37, 38 sind getrentit auf 

die ohmschen Kontakte zu implantieren oder gedgnete der CMOD-Anordnung aufgebraeht Ais Dra«n-K.on- 

ohmsche Kontakie aus unterschiedlicheo leitfahigen takt fiir den n- MODFET und den p-MODFET ist em 

Matenaiien auf den MODFET-Oberflaehen aufzubrtn- gemejnsamer ohmscher k<vi kt jig ?>. «>nschlie 

gen und anscbltedend erne einheitlicbe Metalfisierung 55 Send wird em gemeinsamer Gate- Kontakt 39 zwischen 

2. B. rail Al, durchzufiihren. Dadurch wird die Kontakt- den Source-Kontakten 37, 38 und dem Drain-Kontakt 

fahtgkeit der Source- und Dram-Kontakte opumiert 36 hergestellt (Fig. 5c). Der Gate-Kontakt 39 ist so dt 

und es wird ein fur die Kontaktbiidung bei gSeichzei tiger mensiontert. daB er die n- und p- Bereiche 27. 28. 29, 30 

Hersteilung der ohmschen Kontakte notwendiger Tern- uberfappi Dodutch wird eine sei < 

perschrtttemgespart. « de$ 2DHG bzw. 2DEG durch eine tiefe Raumladungs- 

Nach der Hersteilung der ohmschen Kontakte 18, zone unter einei g dotierten Oberfiache z. B. der 

18a, 19, die entweder beim Legieren oder Aktivieren der i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 

impiantierten n*- und p* -Zonen einen Ternperschrttt tong 40 ist zwiscben den Source- Komakten 37, 38 ange- 

erfordern, wird der Gate-Kontakt 20 hergestellt ordnet 

(Fsg. 4c) Es wird erne gemeinsame den n- und p-Beresch *s Als Kontaktmateriaiien eignen sich fiir diese Si/SiGe- 

der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 iiber- CMOD-Anordnung Al, oder Silizide. 

lappender und iiber den Gate-Bereich 16 fohrender Ga- Die Erfindung ist nicht auf die in den Ausfuhrungsbei- 

tc-Kontakt 20 aufgebraeht Fur eine SL'SiGe-CMOD- spieicn angegebenen Materialien beschranki.. Fiir eine 

Struktur eignen sich zur Hersteilung etnes Gate ais vertikaIeCMOD-Anordn«nggemaBdenFig.4a-ceig- 
Schottky- Kontakt z, 8 Hodei V 

Alternativ kann aucb sir, M iS-Gate mit einer dunnen etnem sen - Ga As-Substrat aus 
' itoi cht vonetwa20bis 50 nm unter dem metaili-- 
:h t Cm Kontakt hergestellt werden. Die elektrische 
2 i eitung 21a zum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 

MODFET-Strukturen 14, 15 im Bereich 16 auf das Sub- 55 
strat 1 aufgebraeht, 

Fiir die eiektri hen Zuiei ingen I 1 die Gate , Sour- 
ce- und Drsin-Komakte wird z. B. Al oderTiAu verwen- 
det Die eiektrischen Zuieitungen sind mogticbst dick 

et mt enter Dicke von r^- n cO 

Ein weiteres AusfOhrungsbetspiei fur eine CMOD- 
Anordnung ist eine taterale Anordmmg der MODFET. 
Zu deren Hersteilung wird esne HalbSti ik-f 
ge gemftB der DE-OS 37 31 000 verwendet, bei der auf 

e '• n St Substra i int ind< t e < SiGe- Puffs rschich- Fur eine laterals CMOD-Anordnung geraSB den 

ten 2 und darauf d e k 1 24, 25. 26 aus i-Sj Fig. 5a~c eignet sich z B. eine Halbtein htcbti 1 

i-SiGe und i-S* aufgebraeht sind (Fig. 5a). auf ein GaAs-Substrat aus 

in dieser Schtcbtenfolge werden die Ladungstrager 



- einer tmdotierten GaAs-Schicht, 

- einer p~-dotterten GaAlAs-Schich! als Spacer, 

- einer p * -dotierten GaAiAs-Schtcht, 

- einer p " -dotierten GaAs-Schicht, 

- einer Pufferschicht aus GaAiAs oder GaAs, 

- einer undotiertwt GaAs-Sehicht, 

- einer b~ dotierten GaAi-Schicht ais Spacer, 

- einer n + -dotierten GaAfAs-Schicht, 

- einer n~ -dotierten GaAlAs-Schicht als Spacer, 
und 

- einer n~ -dotierten GaAs-Schtcht 
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~ einer GaAs-Pufferechicht, 

- einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer tmdotierten GaAiAs-Schkht, und 

- einer undotierten GaAs-Schicht. 

s 

Afs Impiantationsmaterial fur die p-Bereiche esgnet 
sich z. B. Be and fur die n-Bereiche Si. 

PatentansprGche 

10 

1. Integrierte Haibteiteranordnurtg, bet der auf ei- 
nem Haibleitersubstr&i mirtdestens zwes kompie- 
mentare moduiationsdotierte Feideffekttransisto- 
reti {MODFET) angeordnet sind, dadurch gekenn- 
zeich.net, f5 

~ daS zumindest zwei komplementare MOD- 
FET vertikai oder lateral hintereinander auf 
einem Haiblettersubstrat angeordnet sind, 

- daS die kornplementaren MODFET einen 
gemeinsaraen symmetrisch abgreifbaren Ga- 20 
te-Kontakt besitzen. and 

~ daS Fur die kompiementdren MODFET em 
gcmcinsamer Dram-Kontakt atis gleichem 
Komaktmaterial hersteiibar iss. 

2. Integrierte Haibieiteranordnung nach Anspruch 55 
f, dadurch gekenttzetcbnet, 

~ da8 die kompiementaren MODFET hinter- 
einander vertikai angeordnet sind, und 

- daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
tierten Haibfeiterschicht des jeweiligen 30 
n- MODFET und p-MODFET vertikai in den 
n-Kanal oder p-Kanal der MODFF.Ttranspor- 
siert werden, 

3. integrierte Haibieiteranordnung nach Anspruch 

- id u laS auf einem Si-Sub- 35 

strat (!) erne Si/SiCc -Haibieiter schichtenfolge fur 
mindesterts zwei koropiementare MODFET aufge- 
wachsen 1st. so daB eine Haibieiterstruktur entsteht 
bet der der n- MODFET iiber dem p-MODFET an- 
geordnet iSt, 40 

4. Integrierte Haibieiteranordnung nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, daB auf einem Si-Sub- 
strat {!) eine Si/SiGe-Halbieiterschichtenfolge ftir 
mindestens zwei kompiementare MODFET auf ge- 
wachsen ist, so dafl eine Haibieiterstruktur ent- -is 
stent, bei der der p-MODFET iiber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist. 

5. Integrierte Haibieiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzeich- 
net, dafl sich das zweidimensionale Ldchergas so 
(2DHG) des p-MODFET an der Grertzsehieht zwi- 
schen esner 1 dot rte Si< Sci t.ht und einer 

p " -dotierten Si-Schicht biidet. 

6. Integrierte Haibleiteranordmmg nach einem der 
vorhergehenden Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 55 
kennzeiehnet, da0 sich das zweidimenstonaie Ld- 
chergas (2DHG) an der Grenzsehieht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schtcht und einer p -dottertert 
SiGe-Sehieht biidet. 

7. Integrierte HatbSeiteranordnufig nach einem der w 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daB sich das zweidimenstonaie Efektronengas 
(2DEG) an der Grenzsc - t z\ - -en emer undo- 
tierten Si-Schicht und einer n~-dotierten SiGc- 
Schicht biidet. « 

8. Verfabren zur Hersteilung einer integrierten 
Haibieiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 



- daS auf ein Halbleitersubstrat (1) else Haib- 
leiterschichtenfolge fur kompiementare 
MODFET epitakdseh aufgewachsen wird, die 
zwischen der n- und p-MODFET-Struktur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht { 13) enthait, 

- daB dse obere MODFET St hi hte? fc g< bis 
zur At/su p ii VO si e iv rch M 
Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- 
Straktur (14) hergesteflt wird, 

- daS anschiieSend die Attstoppschichi (13) 
entfernt wird and die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa-Atzen hergesteiit wird, 
derart, dafi auBerhaib und zwischen der obe- 
ren MODFET-Struktur {14} und der unteren 
MODFET-Struktw {15} das Substrat freige- 
iegt wird and ein Gate-Bereich {16) hergesteiit 
wird (Fig. 4b), 

- da8 anschiie&end die Source- und Drain 
Kontaktc (18, 18a, 19} hergesteiit werden, der- 
art, daB die Source-Kontakte (18. t8a} auf der 
Obert'SSche der tmteren und oberen MOD- 
FET-Struktur {14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder em gemeinsamer, die MODFET 
Strukturen (14, 15) iiberiappender Drain-Kon- 
takt (B) hergesteiit wird, 

- dafi ett) die obere und untere MODFET- 
Struktur {14, 15} uberiappender Gate-Komakt 
(20) hergesteiit wird, 

- daB die elektrischert Zuleitungen (21a, 21b, 
21c) zu den Source-, Oram- und Gate-Kontak- 
ten auf dem Substrat (l)gefuhrt werden, und 

- da£ die Gate-Zuleitangeo {21a) zwischen 
den Source- Kontakten {18, 18a) ™ Gate-Zu- 
ieitungs-Bereich (16) gefuhrt wird (Fig. 4c). 

9. integrserte Haibieiteranordnung nach Ansprttch 
1 .dadurch gekennzeichnet, 

- daB die kompiementaren MODFET binter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind, und 

- daft die Ladungstrager aus impiantterten 
Bereichen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transportiert werden. 

10. Verfahren zur Herstellung von Source-, Dratn- 
und Gate- Kontakten fur eine integrierte Haibiei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- daB in die n- und p-smplantierten Source- 
und Drain- Bereiche (27, 28, 29, .30} der kompie- 
mentaren MODFET n + - und p + -implantierte 
Zonm (32. 33. 34, 35) fiir die ohraschen Kon- 
lakte eingebracht werden {Fig, 5b), 

- daB mil einem geeigneten Metaliisierungs- 
verfahren ein gcmcinsamer Drain-Kontakt 
{36} und getrennte Source- Kontaktc (37, 38} 
auf der Oberfiache der CMOD-Anordnung 
hergesteiit werden, 

- d30 zwischen Source- tmd Drain- Kontak- 
ten {36, 37, 38) ein Gate-Kontakt {39} einge- 
bracht wird (Fig. 5c), 

- daB der Gate Kontakt(39) derart dimensio- 
'i ■,s:r, J , d^fl das Gate-Metaii mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Bereichen 
ubcrlappt. und 

- daB die eiektnsche Ga!e-Zu!e«ung{40) zwi- 
schen den Source- Kontakten artgeordnet wird. 

11. Integrierte Haibieiteranordnung nach einem 
der voriiergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Gate-Korttakt als Schottky-Kon- 
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takt ausgebii<Jet ist 

12. Jntegrierse Halbtetieranordttijrtg nach einem 
der AnspUiche 1 bis 10, dadureh gekewueichnet, 
daS das Gate als MIS-Gate ausgebiidet ist. 
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